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 [はじめに] InPナノワイヤに InAsP量子ドッ

トを埋め込んだ InP 系量子ドットナノワイヤ

は効率的な単一光子光源としての有益性が実

証されている[1,2]。しかし、課題の一つに発光

波長制御があり、通信波長帯の発光を制御性・

再現性よく得ることが求められている。本報告

では、InAsP 量子ドットの As-P 組成比変調に

よる InP 系量子ドットナノワイヤの発光波長

制御について検討する。 

[実験方法] 円形のマスク開口部(開口直径 d0)

を有した InP(111)A基板上に、有機金属気相選

択成長法(SA-MOVPE)を用いて InAsP埋め込み

InPナノワイヤを成長した。まず、660℃で InP

ナノワイヤを成長させた後、580℃で InAsP層

を成長した。その後キャップ層となる InP を

580℃および 660℃の 2段階で成長させた。As-P

組成比変調は InAsP 層成長中のアルシン

(AsH3)及びターシャリーブチルホスフィン

(TBP) の 分 圧 比 pAs ( pAs 

=[AsH3]/([AsH3]+[TBP]))を変化させ行った。今

回の実験では pAsが 4%, 8%, 32%の 3種類の試

料を作製し、それぞれ発光特性を評価した。 

[実験結果]各試料の SEM像を図 1に示す。

いずれの試料もナノワイヤ中央部付近を境と

して異なる直径を有している。InPのみを成長

させた場合では見られなかったため、この境界

に InAsP 層が埋め込まれていることを示唆し

ている。次に、pAs =4%, 8%, 32%それぞれの低

温 PLスペクトルを図 2に示す。それぞれのナ

ノワイヤから InPおよび InAsP層からの発光が

観測され、pAs が増加するとともに長波長にシ

フトする傾向が見られた。さらに、図中矢印で

示したように、一部のナノワイヤから急峻な半

値幅を有した発光が観測され、それぞれの発光

の半値幅は 900 eV であった。この発光は

InAsP 量子ドットからの発光であることを示

唆している。図 2から、1.48 µmの発光ピーク

が得られており、Asと Pとの組成制御により

通信波長帯の発光が得られることが確認でき

た。 
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図 1. InAsP量子ドットナノワイヤの SEM像 

 

図 2. InAsP量子ドットナノワイヤの発光特性 
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